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概要 ___________________________________
MAX881Rは、携帯無線アプリケーションのGaAsFET
パワーアンプをバイアスするように設計された低ノイズ
のインバーティング電源です。このデバイスはチャージ
ポンプインバータで、後段に負のリニアレギュレータ
を備えています。入力電圧範囲は、2.5V～5.5Vです。
出力は-2.0Vにプリセットされており、2つの抵抗を
使用することにより、-0.5V～(-VIN+ 0.6V)の範囲内で
任意の電圧に設定できます。電流は4mAまでを供給
できます。内部リニアレギュレータは、出力リップル
ノイズを1mVp-pにフィルタリングできます。

その他の機能としては、負電圧が設定点の7.5%以内に
なると信号出力するパワーOK(POK)出力があります。
この出力は、GaAsFETのドレインが正しくバイアスさ
れるまでは電源が供給されないようにし、GaAsFETを
保護します。パワーOK信号は、マイクロコントローラ
に送ることも、GaAsFETドレインのスイッチに直接送る
こともできます。MAX881Rは省スペースの10ピン
µMAXパッケージで提供されています。

アプリケーション _______________________
セルラ電話

PCS電話

PHS電話

無線ハンドセット

無線モデム

双方向ページャ

自動車無線

無線コンピュータ

特長 ___________________________________
◆ 小型µMAXパッケージ

◆ 出力電圧リップル及びノイズ1mVp-p

◆ GaAsFETドレインスイッチの制御用パワーOK信号

◆ ロジック制御シャットダウン：0.05µA

◆ 1msスタートアップ保証

◆ 入力電圧：2.5V～5.5V

◆ 4mAまでの出力-0.5V～(-VIN + 0.6V)

◆ 1つの4.7µFコンデンサ及び
3つの0.22µFコンデンサで動作(インダクタ不要)
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標準動作回路 ___________________________

19-1372; Rev 1; 6/98

PART
MAX881REUB -40°C to +85°C

TEMP. RANGE PIN-PACKAGE
10 µMAX

EVALUATION KIT MANUAL

FOLLOWS DATA SHEET

ピン配置 _______________________________

型番 ___________________________________
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2 _______________________________________________________________________________________

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Circuit of Figure 3, VIN = +3.6V, FB = GND, RL = ∞, SHDN = IN, TA = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at

TA = +25°C.) (Note 2)

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

IN to GND.................................................................-0.3V to +6V
SHDN to GND...........................................................-0.3V to +6V
POK to GND ...........................................................-0.3V to +12V
C1+ to GND.................................................-0.3V to (VIN + 0.3V)
C1-, NEGOUT, OUT, FB to GND ....................-6V to (VIN + 0.3V)
Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)

10-Pin µMAX (derate 5.6mW/°C above +70°C) ...........444mW

Operating Temperature Range ...........................-40°C to +85°C
Junction Temperature ......................................................+150°C
Storage Temperature Range .............................-65°C to +165°C
Lead Temperature (soldering, 10sec) .............................+300°C

VIN = 3V, RL = 500Ω, VSHDN = 0 to VIN,
POK goes low

VIN ≥ 2.5V, IOUT = 0 to 4mA

Connected to IN or GND

VIN = 2.5V

VIN ≥ 2.7V, IOUT = 0 to 4mA

VIN = 5.5V

VPOK = 11V

IOUT = 4mA, circuit of Figure 3b

VIN ≥ 2.7V, IOUT = 0 to 4mA

VIN ≥ 2.5V, sinking 1mA

SHDN = GND

VFB = -0.5V

FB = OUT

CONDITIONS

ms1tSTARTStart-Up Time

pF10CINSHDN Input Capacitance

µA±1ISHDNSHDN Input Current

V0.35VILSHDN Input Low Voltage

V2.2VIHSHDN Input High Voltage

µA1POK Off Leakage Current

mV100POK Output Level

% of
VOUT

90 92.5 95POK Threshold

kHz80 100 120fOSCOscillator Frequency

V-(VIN - 0.6) -0.5VOUT
Adjustable Output Voltage
Range

V-2.1 -2.0 -1.9VOUT

V2.5 5.5VINSupply Voltage Range

Preset Output Voltage

mVp-p1Output Ripple

mV/mA2 6Output Load Regulation

µA0.05 1ISHUTShutdown Supply Current

V

-0.515 -0.5 -0.485

VFBFB Voltage

nA-10 -100FB Input Current

µA500 950IQSupply Current

UNITSMIN TYP MAXSYMBOLPARAMETER

Note 1: The output may be shorted to NEGOUT or GND if the package power dissipation is not exceeded. Typical short-circuit
current is 35mA.

-0.525 -0.475

-0.535 -0.465

VIN ≥ 2.5V, 
IOUT = 0 to 4mA

TA = +25°C

TA = 0°C to +85°C

TA = -40°C to +85°C

Note 2: Specifications to -40°C are guaranteed by design, not production tested.
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ILOAD = 4mA

標準動作特性 ______________________________________________________________________
(Circuit of Figure 3, VIN = 3.6V, TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)_________________________________________________________________
(Circuit of Figure 3, VIN = 3.6V, TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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CHARGE PUMP
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0.5V 0.4625V
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FB

POK

C1-

MAX881R

端子説明___________________________________________________________________________

グランドGND8

未接続。内部接続されていません。N.C.9

正電源入力IN10

アクティブロー、ロジックレベルシャットダウン入力。通常動作時はINに接続して下さい。この端子
は未接続のままにしないで下さい。

SHDN5

Dual-ModeTMフィードバック入力。FBをGNDに接続すると、出力が-2Vにプリセットされます。
他の電圧を選択する場合は、FBを外部抵抗分圧器に接続して下さい(図4)。この端子は未接続のまま
にしないで下さい。

FB6

安定化した負出力電圧OUT7

アクティブロー、オープンドレインパワーOK出力。OUTが設定値の92.5%に達するとローになります。POK4

負出力電圧(未安定化)NEGOUT3

端子

C1の負端子C1-2

C1の正端子C1+1

機　能名称

図1. ファンクションダイアグラム

Dual-Modeは、マキシム社の商標です。
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詳細 ___________________________________
MAX881Rは、低ノイズ、インバーティング、安定化
チャージポンプ電源で、セルラハンドセットのパワー
アンプモジュールなどのGaAsFETデバイスのバイアス
用として設計されています。

供給された入力電圧(VIN)は、チャージポンプにより
NEGOUT端子で負電圧に反転されます。この電圧は、
OUT端子の内部リニアレギュレータで安定化されます
(図1)。FBをGNDに接続すると、VOUTが-2Vで安定化
します。FBに分圧器を使用すると、出力電圧を-0.5V～
-(VIN -0.6V)の範囲内で調整できます(｢出力電圧の
設定｣の項参照)。内部リニアレギュレータは、チャージ
ポンプインバータにより発生したリップルノイズを
OUTで1mVp-pに低減します(図3bの回路)。又、優れ
たACリジェクションによって入力電源からのノイズも
低減します。

パワーOK信号

MAX881Rは、アクティブロー、オープンドレイン、
パワーOK(POK)出力を備えています。この出力は、
OUT端子が安定化した出力電圧の92.5%に達すると
ローになります。POKは、GaAsFETパワーアンプへの
電力を切り換えるP-MOSFETのゲート駆動用として
利用することができ(図2)、この場合、必要な負バイアス
電圧が得られるまではパワーアンプを駆動しないよう
に制御できます。

POKがハイインピーダンスになった時にロジックハイ
を通知するには、50kΩ以上のプルアップ抵抗を使用し
て下さい。

シャットダウンモード

MAX881Rは、全温度範囲で消費電流が1µA以下になる
シャットダウンモードを特長としています。SHDNは
アクティブロー、ロジックレベル入力です。シャット
ダウンモード解除後のスタートアップ時間は0.5ms(typ)

です。シャットダウンモードでは、OUT端子及び
NEGOUT端子がGNDに切り換わります。

アプリケーション情報 ___________________

出力電圧の設定

MAX881Rの出力として、固定値又は可変値を選択し
ます。-2V固定出力の場合は、FBをGNDに接続します
(図3)。別の出力電圧を選択する場合は、OUT端子から
GNDの抵抗分圧器の中間点にFBを接続します(図4)。
全負荷時(4mA)は、IN端子での電圧が、OUT端子に
必要な絶対電圧よりも0.6V以上高くなるはずです。
動作に必要な最小入力電圧は、出力電圧の値に関係な
く2.5Vです。R1には100kΩ～400kΩの値を選択し、
これに基づいてR2の値を計算します。許容差1%以上
の抵抗を使用すると、精度をさらに高めることができ
ます。

R2 = R1 (2 x |VOUT| - 1)

POK

100k

C4

VCC FOR
POWER AMPLIFIER

TO PA
GATE BIAS

TO
POWER
AMPLIFIER

OUT

MAX881R

P

図2. POK機能の利用

NEGOUT

SHDN

C1-

C1+

POK

VOUT = -2V

C3
0.22µF

C2
0.22µF

C1
0.22µF C4

4.7µF
ON

VIN

OFF

OUT
IN

GND FB

MAX881R

図3a.  最小コンデンサ値の標準アプリケーション回路

NEGOUT

SHDN

C1-

C1+

POK

VOUT = -2V

C3
1µF

C2
1µF

C1
1µF C4

10µF

VIN

OUT
IN

GND FB

MAX881R
ON

OFF

図3b.  最小出力ノイズの標準アプリケーション回路
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コンデンサ

低ドロップ電圧(VIN- ¦VOUT¦)を維持するには、等価
直列抵抗(ESR)の低いコンデンサを使用します。全体の
ドロップアウト電圧は、チャージポンプの出力抵抗と
リニアレギュレータの電圧降下(Nチャネルパストラン
ジスタ)の関数になります。100kHzのチャージポンプ
スイッチング周波数では、出力抵抗は、C1の値とC1
及びC2のESRの関数になります。従って、C1を増加し、
チャージポンプコンデンサのESRを最小にすれば、
ドロップアウト電圧が最小になります。

回路全体の出力抵抗(ドロップアウト)は、およそ次の
ようになります。

ROUT = RO + 4 x ESRC1 + ESRC2 + 1 / (fS x C1)
+ R(linear regulator)

ここで、R(linear regulator)(リニアレギュレータの出力
インピーダンス)は約2Ω、RO(内部スイッチの抵抗)は
10Ω(typ)です。レギュレーション時は、回路の出力
抵抗がリニアレギュレータの負荷レギュレーション
(2mV/mA)になります。

C1、C2及びC3には、ESRが0.4Ω以下の0.22µFコン
デンサを使用して下さい。C4には、ESRが0.1Ω以下
の4.7µFコンデンサを使用して下さい。これ以上のコン
デンサ値(C1 = C2 = C3 = 1µF、C4 = 10µF)を使用
することにより、出力ノイズとリップル(1mVp-p)を
低減できますが、コストとボードスペースが増大しま
す。コンデンサには、いずれもセラミック又は表面
実装チップタンタルを使用してださい(図3a及び図3b)。

レイアウト及びグランディング

レイアウトは、良好なノイズ性能を得る上での重要な
ポイントになります。最適なレイアウトを行うために
は、次の点に注意して下さい。

1) 部品は全てできるだけ密集して実装します。

2) 特にFBへの接続は、寄生インダクタンス及び容量
が最小になるようにトレースを短くします。

3) グランドプレーンを使用します。

ノイズ及びリップルの測定

出力ノイズ及びリップルは正確に測定するのが困難で
す。回路とオシロスコープの間のグランド電位に少し
でも差が生じると(チャージポンプのスイッチング動作
が原因で)、プローブのワイヤにグランド電流が発生し、
鋭い電圧スパイクが発生してしまいます。出力コン
デンサ(C4)は、直接測定するのが適切です。この時、
プローブのグランドリードは使用せずに、プローブの
先端カバーを外し、プローブのグランドリングでC4の
グランド端子を直接触れるようにして下さい。これに
よって、ノイズ及びリップルを最も正確に測定できます。

NEGOUT
SHDN

C1-

C1+

POK

FB

C3
0.22µF

C2
0.22µF

C1
0.22µF

C4
4.7µF

VIN

OUT

R2

R1

IN

GND

MAX881R

ON
OFF

図4. 可変出力構成

TRANSISTOR COUNT: 413

チップ情報 _____________________________
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